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B. CISZEWSKI, J. KATCKI: 'Analiza defektow wystepujgcych w strukturze krzemu, na podstawie
obserwacji tasm krzemowych otrzymanych metoda EFG (cz. 1)

W tej czesci artykutu podano podstawowe informacje na temat struktury krysztatow krzemu.
Omowiono modele dyslokacji spotykanych w strukturze typu diamentu.

Przedstawiono rowniez modele granic blizniaczych i btedow utozenia wystepujacych w strukturze
tego typu.

T. DROZDZ, W. SOCHACZEWSKI, Z. BOMBIK: Badania nad zastosowaniem zgrzewania wybu-
chowego do wytwarzania blach bimetalicznych ze stopéw CuSn5/AgPd30

Omowiono zasadnicze metody zgrzewania wybuchowego. Przedstawiono technologie zgrzewa-
nia AgPd30 z CuSnb5. Okreslono zmiany strukturaine zachodzace w warstwie taczonej oraz zapro-
ponowano hipotetyczny model zgrzewania dla otrzymania plateru.

A. GRUDZIENSKI, E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, J. TOMASZEWSKI: Metoda kontrolowa-
nego zaokraglania krawedzi plytek krzemowych

Opisano metode kontrolowanego zaokraglania krawedzi ptytek krzemowych metoda trawienia
chemicznego. Stosowanie ptytek z zaokraglonymi krawedziami przynosi szereg korzysci, ktore
zwiekszajg wydajnosc procesow technologicznych w produkcji przyrzadow potprzewodniko-
wych.

J. RADOMSKI, W.M. RECKO, M. KETLING-SZEMLEY: Wfasnosci azotku boru i metody jego
otrzymywania

W artykule dokonano przegladu danych fizykochemicznych i metod otrzymywania azotku boru.
Omowiono takze sposob otrzymywania, wiasnosci i niektore mozliwogci zastosowania ceramiki
z azotku boru. »

I. FLAKUS, S. KONCZAK, K. WACZYNSKI, W.M. RECKO: Ocena mozliwosci domieszkowania
krzemu fosforem ze statych plytkowych zrodet domieszek

W artykule przedstawiono mozliwosci domieszkowania krzemu typu p fosforem z modelowych,
ptytkowych zrodet domieszek, wykonywanych w kraju. Potozenie gtebokosci ztgcza i rezystyw-
nos$¢ wykazuja przydatnosc tego typu zrodta do procesow domieszkowania

B. tAZOWY: Badania powierzchniowej warstwy uszkodzonef na ptytkach monokrystalicznych
krzemu

Zbadano gtebokos$c¢ powierzchniowej warstwy uszkodzonej na ptytkach krzemu po operacji cigcia
i szlifowania. Badania prowadzono na szlifach skosnych metoda optyczng.
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B. CISZEWSKI, J. KATCKI: Analysis of the defects occuring in the silicon structure on the base
of EFG silicon ribbon observation

In this part of the paper the fundamental information on the silicon crystal structure is given. Seve-
ral possible structures of dislocations in the diamond lattice are discussed. The models of twin bo-
undaries and stacking faults in this type of structure is also presented.

T.DROZDZ, W. SOCHACZEWSKI, Z. BOMBIK: An application of explosion welding in manufactu-
ring of bimetallic microprofiles

Basic methods of explosion welding are discussed. Processing method of welding AgPd30 and
CuSns5 is presented. Structural changes in bonded layers are defined and hypothetical welding
model for obtained metal is proposed.

A. GRUDZIENSKI, E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, J. TOMASZEWSKI: The method of the con-
trollable silicon wafer edge rounding

The method of the controllable silicon wafer edge rounding by means of the chemical etching is
reported. Rounding the edge results in a variety of benefits that improve silicon devices process
yields.

J. RADOMSKI, W.M. RECKO, M. KETLING-SZEMLEY: Properties and manufacturing of boron
nitride

Physical and chemical data of boron nitride and its manufacturing methods are presented. In this
paper receiving, properties and some applications of boron nitride ceramics are discussed.

I. FLAKUS, S. KONCZAK, K. WACZYNSKI, W.M. RECKO: Evaluation of possibility.to dope silicon
with phosphorus from solid planar diffusion source

The solid evaluation of possibility of doping silicon with phosphorus from model solid planar dif-
fusion source made in Poland has been presented in this work. The position of junction depth and
sheet resistance show the suitablity of this type of source in dope processes.

B. LAZOWY: Investigation of the damaged surface layer on monocrystalline silicon wafers

The depth of the damagédd surface layer on silicon wafers after alicing and lapping operations was
investigated. The investigations on a skew microsection by optical method ware carried.




NR 1(25) MATERIALY ELEKTRONICZNE 1979

B. UMWEBCKW, N. KOHTUKW: Ananus dehexmos, ecmpeyaemMsix 8 cmpyKmype KDEMHUA Ha
OCHOBOHUU HABMOOEHUU KDEeMHUEBbIX 1eHM, Nojlyvaemsix Mmemooom EFG

B 370W Yactv cTaTbM NPEACTaBNEHbI OCHOBHLIE AAHHLIE OTHOCWUTENBHO CTPYKTYPbl KPUCTannos
kpeMHuA. OBCcyxaeHbl ANCNOKAUMOHHBIE MOAENU B CTPyKType Tuna anmasa. MpeactasnemMsbi
TalKe MOAENN NBOWHKOBLIX rpaHnL n aedeKToB yNaKOBKW, BCTPEYAEMbIX B TAKGro poAaa CTpyk-
Type.

T. APOX DK, B. COXA4YEBCKW, 3. BOMBUK: Tpumererue ceapku 83pbieom OiA MeExHOM02uU
nosny4eHuAa 6umMemannuiecko2o Mukponpoguna

OroBopeHbl OCHOBHbIE METOALI CBaPKK B3pbiBOM. [peacTasnena TexHonorua caapku AgPd30 c
CuSnb5. OnpeneneHbi CTPYKTYPHbIE U3MEHEHUA, -TTPOUCXOAAWNE B coeanHEHHOM cnoe. MNpea-
NOXEHA FMNOTETUYECKAA MOAENL CBAPKW ANA NNAKWUPOBKM.

A. TPYA3EHCKW, E. HOCCAXEBCKA-OPNOBCKA, /. TOMALIEBCKW: Memoo xkowmponupy-
eM020 OKPYeIUBOHUA KPAERB KDEMHUEBLIX NAAcmuH

Onvcan MeToA KOHTPONUPYEMOro OKPYrNMUBaHWA KPaéB KPEMHWEBLIX NNAacTUH XUMWYECKUM
TpasneHveM. [pUumMeHEeHNE NNACTUH C OKPYTNEHHLIMKW KPAaAMU MPUBOAWT K onpeaeneHHbIM
nonbL3aM, NOBLIWAIOWUM BbIXOA TEXHONOTMYECKUX NPOLECCOB B NPOU3BOACTBE MONYNPOBOA-
HWUKOBbIX Nnpubopos.

n. PAOOMCKH, B. M. PEULKO, M. KETAWHI-WEMNEW: Ceodcmea u memodsi nony4eHuA
Humpuda 6opa

CraTbA npeactaBnser 0630p XMMWUKO-PU3MYECKUX CBOUCTB U METOAOB NONYYEHWA HUTPUAA
6opa. ObcykAeHbl TOXKE METOAbI NONYYEHWUA, CBOWCTBA M HEKOTOPLIE MPUMEHEHWA KEPaMMUKK
1“3 HuTpuaa 6opa.

“

. ONAKYC, C. KOHbYAK, K. BAYUHCKU, B. M. PEULKO: Ouerko 803mMoxHocmu ne2upo8arus

KpeMHUA pochopomM BbINOAHEHHO2O 8 8UOE MEBEPOLIX NAACMUHYAMbIX UCMOYHUKOE Npu-
mecel

B pabote npeactaBnena oueHKa BO3MOXHOCTU NETUPOBAHMA KPEMHWA ¢GochopoM BbiNon-
HEHHOFO B BWAE MOAENBHLIX MNACTUHYaTbiX WUCTOMHUKOB Npumecen caenaHbix B Monbuwe.
Monoxenne rny6UHBI COBANHEHWMA U MOBEPXHOCTHOIO COMPOTUBNEHWUA (N/g) cnyxar no-
Ka3aTenem NpUroaHOCTU 3TOTO TMNA MCTOYHWKA B NPOLIECCAX NETUPOBAHUA.

b. MA30BbI: Uccredoaakue noepeidcOeHHbIX NOBEPXHOCMHbLIX CII0EE HA MOHOKDUCMAINU-
YecKuXx NaacmuHax KpemMHus

WccnenoBaHna rnybuHa NOBPEeXXAEHHbIX MOBEPXHOCTHBIX CNOEB Ha NNAacTMHAX KPEMHWA nocne
ONEPALMM PEIKU U ILNNPOBKH. 0
Wccnenosanna npoBoaMNnCcL ONTUYECKMM METOAOM Ha KOCBIX NNAcTUHAaX.
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INFORMACJE DLA AUTOROW

W celu ufatwienia prac redakcyjnych zwigzanych z przygotowaniem materiatu do druku
redakcja prosi Autorow o przestrzeganie podanych nizej wskazowek:

10.

17.

12.

13.

4.

. Objetosci artykutow w zasadzie nie powinny przekraczac 10-15 stron maszynopisu.

. Artykuly powinny byc¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, Jjednostronnie

z interlinig (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duzg czcionka. Na ar-
kuszu nie powinno byc wiecej niz 31 wierszy po 65 znakow. Wszystkie strony powinny
byé numerowane.

. Na marginesie tekstu nale?y zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny byc umieszczone

rysunki i tablice.

Wszystkie tablice i zestawienia (unikac zbyt duzych) nalezy wykonywac osobno (nie
w maszynopisie caltego artykutu), w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i nu-
merowac kolejno. U gory kazdej tablicy podac tytuf objasniajacy.

. Artykuty nalezy nadsytac w 4 egzemplarzach, powinny byc dolgczone do nich krotkie

streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim {rowniez w 4 egzemplarzach).

Artykuly powinny w zasadzie byc¢ podzielone logicznie na czesci a w czesci koricowej
winny byc¢ sformutowane wnioski. Tytutow rozdziafow nie nalezy podkreslac. W miare
moznosci unikac podziatu artykutu na oddzieinie zatytutowane czgsci.

. Rysunki powinny byé nadesfane w 1 egzemplarzu, nie wkiejone do tekstu, lecz zalg-

czone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajgce teksty napi-
s6w pod rysunkami nalezy sporzad-ac oddzielnie (niezaleznie od tekstu artykufow),
w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywac na przezroczystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny byc ostre i wykonane na bialym blyszczacym papierze fotograficz-

nym. Numery fotografii i powigkszenie nalezy podawac na odwrocie — ofowkiem. Nu-
meracja nalezy objac rysunki i fotografie facznie (nie stosowac oddzielnej numeracji
dia rysunkow. i oddzielnej dla fotografii).

. Po zakoriczeniu artykufu nalezy podac wykaz literatury, wymieniajgc kolejno nazwisko

autora i pierwsze litery imion, peiny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nrtomu
i zeszytu, miejsca wydania i rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury
winny byé numerowane, w tekscie powotania na numer pozycji w nawiasach kwadra-
towych, np. | 1|

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skroty najwazniejszych oznaczer wielkosci we
wzorach itp. powinny byé zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy, Mie-
dzynarodowy Uktad Miar (Sl)-oraz z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Maszynopis powinien byc¢ bezwarunkowo przefrzany i czytelnie poprawiony przez Au-
tora. Poprawek na stronie powinno byc nie wiecej niz 5.

Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, nie-
zbednych skrutéw, korekty stylistycznej itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w,,Materiatach Elektronicznych” uwazany
jest za rownoznaczny z oswiadczeniem Autora, ze praca nie byta drukowana ani wy-
stana do drukowania w zadnym innym czasopismie krajowym fub zagraniczym.

Autorzy proszeni sg o doktadne podanie adresu i numeru telefonu celem fatwiejszego
porozumienia sie i ewentualnego przestania naleznego honorarium.
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